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SUPPLEMENTARY MATERIAL

A. Supplement S1:

Tables showing effective mass parameters for various gate voltages with energy correction terms corresponding to ground and
other excited states ensuring excellent agreement with TB method for channel thickness varying from 2 nm to 10 nm and for
oxide thickness 1 nm and 5 nm. (Considering no tunneling)

TABLE I: T; = 2nm

Tox = Ilnm Tpx = Snm
Voltage (V) Mgos Mgt Myx AEy AE, Mgos Mg Mox AEy AE,
0.087 0.23 0.76 0.9 0.173 -0.07 0.23 0.74 0.4 0.173 -0.08
0.287 0.23 0.76 0.9 0.172 -0.07 0.23 0.74 0.4 0.173 -0.08
0.661 0.23 0.75 0.9 0.170 -0.07 0.23 0.74 0.4 0.169 -0.08
1.040 0.23 0.75 0.9 0.170 -0.05 0.23 0.72 0.4 0.169 -0.08
1.618 0.23 0.73 0.9 0.169 -0.02 0.23 0.70 0.4 0.169 -0.08
2.001 0.23 0.72 0.9 0.169 -0.02 0.23 0.70 0.4 0.169 -0.08

TABLE II: Ty; = 3nm

Tox = lnm Tox = Snm
Voltage (V) Mdos Mgt mex AEy AE; Myos Mgt Moy AEy AE,
0.087 0.23 0.56 0.9 0.168 0.00 0.23 0.55 0.4 0.166 0
0.278 0.23 0.56 0.9 0.168 0.00 0.23 0.55 0.4 0.166 0
0.661 0.23 0.53 0.9 0.168 0.00 0.23 0.55 0.4 0.166 0
1.040 0.23 0.5 0.9 0.168 0.01 0.23 0.54 0.4 0.167 0
1.618 0.23 0.47 0.9 0.168 0.03 0.23 0.52 0.4 0.167 0
2.001 0.23 0.44 0.9 0.168 0.03 0.23 0.5 0.4 0.168 0
TABLE I: Ty; = 4nm
Ty = lnm T,y = Snm
Voltage (V) Mgos Mgt Mox AEy AE, Myos Mg Moy AEy AE,
0.087 0.23 0.45 0.9 0.165 0.052 0.23 0.4 0.4 0.160 0.05
0.278 0.23 0.45 0.9 0.165 0.058 0.23 0.4 0.4 0.160 0.05
0.661 0.23 0.43 0.9 0.166 0.06 0.23 0.4 0.4 0.167 0.05
1.040 0.23 0.40 0.9 0.167 0.065 0.23 0.4 0.4 0.168 0.06
1.618 0.23 0.40 0.9 0.168 0.090 0.23 0.4 0.4 0.168 0.06
2.001 0.23 0.40 0.9 0.170 0.100 0.23 0.4 0.4 0.168 0.06




TABLEIV: Tj; = 5nm

Tox = Inm Tox = Snm
Voltage (V) Myos Mgt Mmyx AEy AE, Mgos Mgt myx AEy AE;
0.087 0.23 0.46 0.9 0.168 0.102 0.23 0.44 0.4 0.168 0.095
0.278 0.23 0.46 0.9 0.168 0.102 0.23 0.44 0.4 0.168 0.095
0.661 0.23 0.46 0.9 0.168 0.114 0.23 0.44 04 0.168 0.108
1.040 0.23 0.46 0.9 0.168 0.135 0.23 0.44 0.4 0.168 0.112
1.618 0.23 0.44 0.9 0.168 0.168 0.23 0.44 04 0.168 0.116
2.001 0.23 0.38 0.9 0.168 0.168 0.23 0.44 0.4 0.168 0.120
TABLE V: Ty; = Tnm
Tox = lnm Tox = Snm
Voltage (V) Mgos Mgt Mmyx AEy AE, Mgos Mgt Myx AEy AE,
0.087 0.23 0.31 0.9 0.168 0.128 0.23 0.31 04 0.168 0.128
0.278 0.23 0.30 0.9 0.168 0.120 0.23 0.30 0.4 0.168 0.128
0.661 0.23 0.28 0.9 0.168 0.138 0.23 0.30 04 0.168 0.128
1.040 0.23 0.26 0.9 0.168 0.158 0.23 0.27 0.4 0.168 0.128
1.618 0.23 0.25 0.9 0.168 0.168 0.23 0.26 0.4 0.168 0.128
2.001 0.23 0.25 0.9 0.168 0.168 0.23 0.25 0.4 0.168 0.128
TABLE VI: T;; = 10nm
Tox = Ilnm Tox = Snm
Voltage (V) Mgos Mg Mox AEy AE, Mgos mg¢ Mox AEy AE,
0.087 0.23 0.23 0.9 0.165 0.143 0.23 0.21 04 0.168 0.139
0.278 0.23 0.23 0.9 0.165 0.143 0.23 0.21 0.4 0.168 0.135
0.661 0.23 0.21 0.9 0.166 0.142 0.23 0.19 0.4 0.168 0.135
1.040 0.23 0.19 0.9 0.167 0.141 0.23 0.19 0.4 0.168 0.135
1.618 0.23 0.18 0.9 0.168 0.140 0.23 0.19 0.4 0.168 0.135
2.001 0.23 0.18 0.9 0.168 0.140 0.23 0.18 04 0.168 0.135
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FIG. S1: Integrated Charge (Linear and Log scale) versus gate voltage with ¢,, = 1nm for (a) t5; = 2nm and (b) t5; = 10nm and

tox = 5 nm for (a) ts5; = 2nm and (b) ts; = 10nm showing good agreement between EMA and TB Method



